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評価コメント 

本研究は、InP系半導体の高密度なモノリシック光集積回路の開発により実現できる自由度の高い光

波面制御技術を創出するもので、研究代表者は、これまでに光集積回路の基本要素である偏波制御器

を試作している。当初、制御効率が低いという問題が生じたが、量子井戸を付加することで改善を図

っている。また、別の基本要素である垂直結合器は斜めドライエッチングにより試作を行ったが、ド

ライエッチングの非一様性が問題となり、ウエットエッチングとフリップチップ接合を用いて解決し

ている。また、高密度モノリシック集積技術を開発するため、電子線描画装置を導入し、光回路の集

積化において問題であった繋ぎ描画誤差を取り除いている。さらに、高密度プラズマエッチング装置

の導入により、偏波制御器、レーザーや各種光素子の高性能化を実現する上で必要となる高い精度の

導波路側面垂直性が得られている。これらの成果に基づいて、今後の展開に必要なアダプティブ光波

合成回路及び光ユニタリ変換回路の設計を始めている。このように、基本要素の試作において発生し

た問題を克服しながら、光集積回路を実現するために必要な研究を着実に推進していることから、本

研究は順調に進捗していると評価できる。研究に必要な主要な設備は現段階で整っているので、基本

要素の製作技術を確立し、目的としている光集積回路の創出を期待する。 

 


